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TRANZYSTORY

a zyczenie naszych Czytelnikow
Nzamieszczamy dane techniczne
1 charakterystyki tranzystoréw ty-
pu OC44, OC45, OC169 i OC170, pro-
dukowanych przez firme Philips, a
osiggalnych na rynku krajowym.

Tranzystory OC44 i OC45 sg sto-
powymi tranzystcrami germanowy-
mi typu P-N-P maitej mocy, $red-
niej czestotliwo$ci, wykonanymi w
cbhudowie caloszklanej. Tranzystory
OC44 s3g zasadniczo przeznaczone
do pracy w wukladach generanyj-
nych i mieszajgcych, a tranzystory
0OC45 — do pracy w ukladach
wzmacniajgcych posr.cz.

Tranzystory OC169 1 OC170 sa
stopowo-dyfuzyjnymi tranzystora-

typu 0C44, 0C45, 0C169, OC170

mi germanowymi typu P-N-P ma-
lej mocy, wielkiej czestotliwosci,
wykonanymi w hermetyczuej obu-
dowie metalowej. Charakteryzuja
sie one malg pojemnoscia wyj-
Sciowg (cgg,) oOraz duzym nachyle-
riem charakterystyki (ysz) przy
wielkich rczestotliwo$ciach. Tranzy-
story OC169 s przeznaczone zasad-
niczo do pracy we wzmacniaczach
posr.cz. w odbiornikach AM i FM,
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Rys. 1. Gléwne rozmiary tranzystoréw

OC44 i OC45

a tranzystory OC170 — do pracy w
uktadach generacyjnych i miesza-
jacych w zakresie fal kréotkich oraz
we wzmacniaczach posr.cz. w od-
biornikach AM i FM.

Gléwne rozmiary tranzystorow
podane sg odpowiednio na rysun-
kach 11 2.

Dopuszczalne wartoSci graniczne
dla kazdej grupy tranzystoréw (gru-
pa 1 — OC44, OC45; grupa 2 —
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Rys. 2. Gléwne rozmiary tranzystoréw
0OC169 i OC170



OC169, OC170) sa identyczne (tabli- Tablica 1
ca 1), za§ wartosSci pozostalych pa-
rametrow, charakteryzujgcych te

tranzystory, sa na ogol rozne (tabli- N o AR
ca 2, 3, 41 5). ’ 0C44, 0C45 0C169, OC170
Dla tranzystorow OC44 i OC45 ja- T e
ko charakterystyczne podane sa pa- _UCB max v 15 20
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przedstawionego ma rys. 3, a dla U
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Rys. 4. Uklad zastepczy tranzystorow
wielkiej czestotliwosci
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Rys. 5. Charakterystyki statyczne tranzystor6w OC44 Rys. 6. Charakterystyki statyczne tranzystorow OC45



Tablica 2

Przecigtne charakterystyki tran-

zystor6w  przedstawione s3 na
— rys. 5 =+ 16.
Parametr Jedn. Wartost Warunki pomiaru Jezeli mie zaznaczono inaczej
ocu | oces . N i
wartoSci parametrow podano dla
t, = 25°C;
_ICBO wA < 2 < 2 —UCB=2V
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—1 << 2 — —
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—Irpo pA << 40 < 40 —Upp=12V leapltj=25°C]
_ICEO kA < 75 < 40 ——UCE=2V
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Tablica 3 \
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Kkolektora tranzystoréw
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Rys. 12, Zalezno$¢ parametréw tranzystorow OC170 od cze‘sto-
tliwosci
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Rys. 13. Zalezno$é parametréw tranzystoré6w OC170 od pradu
emitera
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Rys. 14, Zalezno$¢é parametrow tranzystoféw OC170 od pradu Rys. 16, Zalezno$¢ parametrow tranzystoréw OC170 od napiccia
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Rys. 15. Zalezno§¢é parametrow tranzystoré6w OC170 od napiccia

kolektora
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